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¿POR QUÉ NO EMPLEAR ENTONCES TOPOLOGÍAS MÁS SENCILLAS?

Optimización Efectiva

Más elementos = 
menos recursos/elemento

Menos elementos = 
más recursos/elemento

¿CÓMO MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LNAS?

Topología
Compleja

Topología
Simple

Este trabajo

Espec. Objetivo
NF < 2.5 dB

IIP3 > -11 dBm
S11 < -10 dB
fC > 5 GHz
G > 15 dB
P < 8 mW

Tecnología CMOS 
estándar de 65-nm

Modelos BSIM4.6 del 
fabricante

Ventana de diseño

Tabla 
Comparativa

Este 
trabajo [1] [2] [4] [5] [8]

Tecn. (nm) 65 130 65 65 130 65
VDD (V) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
NF (dB) 2,3-2,6 3,8 2,9-5,9 4 3,5 5
G (dB) 18 16,6 20 20 15,6 20

fc (GHz) 5,6 2 10 2,7 5,2 7
S11 (dB) -11 -10 -10 -10 -10 -6

IIP3 (dBm) -9 -3,4 -11,2 -12 0 2
P (mW) 8 3 22 1,32 14 3,84

Tipo de salida Modo 
único Diferencial Diferencial Diferencial Diferencial Diferencial

R2

R1

Grande para 
mejorar G

Límite: Ancho de 
banda

Pequeña para 
mejorar NF

Límite: Ganancia
para realzar gm2

gm2
Pequeña para 

mejorar NF
Límite: Adaptación

de impedancia

Dependencia con gm1

Dependencia con Cload

Se requiere
dimensionado

simultáneo de M1 y M2

Puede mejorar el 
compromiso

ÓPTIMIZACIÓN

Se obtienen prestaciones competitivas con un LNA simple.

La simplicidad de la topología facilita la optimización.

Se requieren modelos precisos de la tecnología

CONCLUSIONES

COMPARATIVA CON EL ESTADO DEL ARTE

DEPENDENCIAS

PROBLEMÁTICA LNA

Cada dispositivo
requiere suficientes

recursos para un 
buen compromiso

Etapa Puerta Común
con Realce de 

Transconductancia
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